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STK280-100 
 
 
概要 
STK280-100 は、B&O ICEpower® 社のデジタルアンプのテクノロジーをベースに独自の絶縁金属基板
技術 IMST® により小型実装した、2ch 70W のクラス Dパワーステージ用ハイブリッド IC である。 
出力段パワーMOS-FET とそれを駆動するドライバ部からなるパワーステージを 1パッケージに集積
化、ハイブリッド IC 上で最適なパターンニングを実現しており、モジュレータ IC と組合せること
により、高出力クラス Dアンプを構成できる。 
 
特長 
・Class D ドライバ 2チャネル。 
 
最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

電源電圧 VD1,2/VS1,2  ＋44/－44 V 

プリドライバ電源電圧 VDR1,2 3,14 ピン VS～VS＋15 V 

MOS-FET D-S 間電圧 VD-S スパイク電圧含む ＋100 V 

出力電流 IOUT(DC) 7,18 ピン 8.0 A 

差動入力電流 
PWM1＋/－ 

PWM2＋/－ 
1/2,12/13 各ピン 0～2 mA 

最大入力周波数 fsw max  500 kHz 

熱抵抗 θj-c M1～4（一石当たり） 13 ℃/W 

接合部温度 Tj max 150 ℃ 

動作時 IC 基板温度 Tc max 
Tj max,Tc max を共に満足する事 

105 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －30～＋125 ℃ 

※記載内容は、断りなしに変更する場合がある。 
 

注文コード No. N※ A0083  

厚膜混成集積回路 

Class Dドライバ 
2ch 70W 
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動作特性/Tc=25℃,VD/VS=＋41/－41V,VDR=VS＋10V 
定格値 

項目 記号 条件 
min typ max 

unit 

入力周波数範囲 fsw  300 400 500 kHz 

パワー部電源電流 ICC Switching frequency=400kHz,Duty=50%  15  mA 

プリドライバ部電源電流 IDRV Switching frequency=400kHz,Duty=50%  40 60 mA 

VDR 低下保護電圧 VDRUV UP  7.6 8.1 8.6 V 

VDR 低下保護解除電圧 VDRUV LOW  6.6 7.1 7.6 V 

入力｢H｣レベル電流 IIH 1,2,12,13 各ピン 0.2  1 mA 

入力｢L｣レベル電流 IIL 1,2,12,13 各ピン 0  0.1 mA 

出力飽和電圧 Vsat 7,18 ピン ID=5A  1.0 1.4 V 

立ち上がり時間 Tr VOUT=10%～90％ 

VD=＋41V/Vs=0V 

RLS=6.2kΩ 
fsw=400kHz 

RL=∞,duty=50%  

 20  ns 

立ち下がり時間 Tf VOUT=10%～90％ 

VD=＋41V/Vs=0V 

RLS=6.2kΩ 
fsw=400kHz 

RL=∞,duty=50% 

 20  ns 

ターンオン遅延時間 Tdon 

Time from  

PWM1＋,PWM2＋  

turn-on to output 

rise. 

VD=＋41V/Vs=0V 

RLS=6.2kΩ 
fsw=400kHz 

RL=∞,duty=50% 

 240  ns 

ターンオフ遅延時間 Tdoff 

Time from  

PWM1－,PWM2－ 

turn-on to output 

fall. 

VD=＋41V/Vs=0V 

RLS=6.2kΩ 
fsw=400kHz 

RL=∞,duty=50% 

 240  ns 

入力パルス幅制限 Tin-limit  

VD=＋41V/Vs=0V 

RLS=6.2kΩ 
fsw=400kHz 

RL=∞,duty=50% 

 240  ns 

Tc=25℃  100  
サーミスタ抵抗値 Rth  

Tc=105℃  4.6  
kΩ 

過電流保護 Iocp   8   A 

備考 
·検査時の電源には指定にないかぎり定電圧電源を使用する。 
·検査時の電源オンは VDR をオンした後に VD/VS をオンの順序で行い、電源オフは VD/VS をオフした 
後に VDR をオフの順序で行う。 
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外形図 
unit:mm 
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内部ブロック図 
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応用回路例 
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